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【はじめに】 

太陽電池用多結晶 Si基板では、ウェハスライス時に生じた欠陥層が優先的にエッチングされる酸処理

によるテクスチャ形成が主に行われる。近年、ワイヤに砥粒を固着させた固定砥粒方式への移行しつつ

あるが、この方法では、基板表面の格子欠陥が少なく 1)、酸処理によるテクスチャの形成が困難なってい

る。本研究では、固定砥粒方式スライス基板において、洗浄と同時に酸テクスチャの形成を促進させる

前処理の導入、または、アルカリ溶液により良質なテクスチャ構造の形成を試みた。テクスチャ処理を

した基板を用いて太陽電池を作製し、光電変換特性へ及ぼす影響を評価した。 

【実験方法】 

固定砥粒方式でスライスした厚さ 200μm,抵抗率 0.5-5[Ω・cm] 、22×30[mm
2
]、p型多結晶シリコン基板を

用いた。基板表面を洗浄およびテクスチャ処理を行った。リン拡散源溶液(東京応化OCD T-1 P-59230)を

基板に塗布し、熱拡散を 965℃、50min行い n層を形成した。Al電極を形成し、p-n接合型太陽電池を作

製した。テクスチャ処理後基板の反射率を測定し、走査型電子顕微鏡(SEM)による基板断面の観察、太陽

電池の I-V特性からテクスチャ構造の評価を行った。 

【実験結果】 

固定砥粒方式スライス基板では洗浄剤と酸溶液の併用により反射率は 27.4%まで低減し、変換効率が

12.1%となった。洗浄剤と酸溶液の組成を検討することで更なる向上が期待される。また、アルカリ溶液

では、変換効率 13.5%になった。 

 

図 変換効率の反射率依存性 
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